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5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)

Дослідження фізичних явищ у напівпровідникових та п'єзоструктурах при хвильових процесах як основа сенсорів нового 
покоління

Назва роботи (англ)

Investigation of the physical phenomena in semiconductor- and piezostructures at wave processes as the new generation 
sensors base

Реферат (укр)

Досліджено фізичні явища у напівпровідникових матеріалах і п'єзоелектричних структурах при хвильових процесах для 
використання в сенсорних системах нового покоління Встановлені нові фізичні явища та ефекти у шаруватих структурах.

Реферат (англ)

The physical phenomena in semiconductor materials and piezoelectric structures are investigated at wave processes for use in 
new generation sensor systems. The new physical phenomena and effects in layered structures are established.

Індекс УДК: 621.387, 621.383.4/5:621.315

Коди тематичних рубрик НТІ: 47.29.31

6. Науково-технічна продукція (НТП)

НТП 1

Назва продукції (укр): Наукові дані про фізичні явища у напівпровідникових та пьєзоструктурах при хвильових процесах 
як основи сенсорів нового покоління

Назва продукції (англ): Scientific data on physical phenomena in semiconductor- and piezostructures at wave processes as 
the new generation sensor base

Очікувані результати: 

Галузь застосування: Приладобудування, сенсорна мікроелектроніка

Опис продукції (укр): Створено наукову базу та науковуї концепцію електронних процесів в гетероструктурах на основі 
потрійних напівпровідникових сполук і розроблено рекомендації щодо керованої зміни фізичних властивостей та 
створено концепцію побудови нового класу сенсорів з керованими характеристиками на основі фізичних явищ, що мають 
місце у шаруватих структурах при поширенні ПАХ.

Соціально-економічна спрямованість НТП: 

Стадія завершеності НТП: Звіт по НДДКР

Впровадження НТП: Не впроваджено

Строки впровадження: ------

Виробник продукції: ОНУ імені І.І. Мечникова

Споживачі продукції: Сенсорна мкроелектроніка, приладобудування



Перспективні ринки: Україна, Білорусь, Польща

Права інтелектуальної власності: За договорами

Форми та умови передачі продукції: за договором
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